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【手続補正書】
【提出日】平成27年1月23日(2015.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン酸化膜に対してシリコン窒化膜を選択的にエッチングするプラズマエッチング
方法において、
　フルオロカーボンガスと酸素含有ガスとＳｉＦ4ガスとを含む混合ガスを用いて前記シ
リコン窒化膜をプラズマエッチングすることを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のプラズマエッチング方法において、
　前記混合ガスは、さらに不活性ガスを含むことを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項３】
　シリコン酸化膜に対してシリコン窒化膜を選択的にエッチングするプラズマエッチング
方法において、
　ＣＨ4ガスとフッ素含有ガスと酸素含有ガスとＳｉＦ4ガスとを含む混合ガスを用いて前
記シリコン窒化膜をプラズマエッチングすることを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項４】
　請求項１に記載のプラズマエッチング方法において、
　前記フルオロカーボンガスは、ＣＨ3Ｆガスであり、前記酸素含有ガスは、Ｏ2ガスであ
ることを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項５】
　ポリシリコン膜に対してシリコン窒化膜を選択的にエッチングするプラズマエッチング
方法において、
　フルオロカーボンガスと酸素含有ガスとＳｉＦ4ガスとを含む混合ガスを用いて前記シ
リコン窒化膜をプラズマエッチングすることを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項６】
　シリコン基板に対してシリコン窒化膜を選択的にエッチングするプラズマエッチング方
法において、
　フルオロカーボンガスと酸素含有ガスとＳｉＦ4ガスとを含む混合ガスを用いて前記シ
リコン窒化膜をプラズマエッチングすることを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項７】
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　ポリシリコン膜に対してシリコン窒化膜を選択的にエッチングするプラズマエッチング
方法において、
　ＣＨ4ガスとフッ素含有ガスと酸素含有ガスとＳｉＦ4ガスとを含む混合ガスを用いて前
記シリコン窒化膜をプラズマエッチングすることを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項８】
　シリコン基板に対してシリコン窒化膜を選択的にエッチングするプラズマエッチング方
法において、
　ＣＨ4ガスとフッ素含有ガスと酸素含有ガスとＳｉＦ4ガスとを含む混合ガスを用いて前
記シリコン窒化膜をプラズマエッチングすることを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項９】
　請求項５または請求項６に記載のプラズマエッチング方法において、
　前記混合ガスは、さらに不活性ガスを含むことを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項１０】
　請求項５または請求項６に記載のプラズマエッチング方法において、
　前記フルオロカーボンガスは、ＣＨ3Ｆガスであり、前記酸素含有ガスは、Ｏ2ガスであ
ることを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項１１】
　ＴａＮ膜に対してポリシリコン膜を選択的にエッチングするプラズマエッチング方法に
おいて、
　ＴａＦ5ガスを用いて前記ポリシリコン膜をプラズマエッチングすることを特徴とする
プラズマエッチング方法。
【請求項１２】
　ＷＮ膜に対してポリシリコン膜を選択的にエッチングするプラズマエッチング方法にお
いて、
　ＷＦ6ガスを用いて前記ポリシリコン膜をプラズマエッチングすることを特徴とするプ
ラズマエッチング方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明は、シリコン酸化膜に対してシリコン窒化膜を選択的にエッチングするプラズマ
エッチング方法において、フルオロカーボンガスと酸素含有ガスとＳｉＦ4ガスとを含む
混合ガスを用いて前記シリコン窒化膜をプラズマエッチングすることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、本発明は、シリコン酸化膜に対してシリコン窒化膜を選択的にエッチングするプ
ラズマエッチング方法において、ＣＨ4ガスとフッ素含有ガスと酸素含有ガスとＳｉＦ4ガ
スとを含む混合ガスを用いて前記シリコン窒化膜をプラズマエッチングすることを特徴と
する。
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